
 

Fig. 2. I-V characteristic of β-Ga2O3 SBDs. 
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Fig. 3. Input and output waveforms of β-Ga2O3 

rectenna circuit. 

-12

-8

-4

0

4

8

12

8 58 108 158 208

V
o

lt
a

g
e

 (
V

)

Time (ms)
0 50 100 150 200

Output

Input

酸化ガリウムダイオードを用いたレクテナ回路動作 
Operation of rectenna circuit using β-Ga2O3 Schottky barrier diodes 
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1. はじめに 

近年，無線電力伝送が注目されているが，その受

電側の大容量化には，高出力・高効率のレクテナ回

路が必要である[1]．そのための，回路の整流動作を

担うショットキーバリアダイオード(SBD)には，ワイ

ドギャップ半導体を用いることが望ましい．前回，

我々は，ダイヤモンド SBDを用いたレクテナ回路で，

高周波(RF)から直流(DC)への電力変換を報告した[2]．

本発表では，β-Ga2O3 SBD を用いて作製した回路で

同様に RF-DC 変換に成功したので報告する． 

 

2. 実験方法 

(2̅01)β-Ga2O3 単結晶基板 (キャリア濃度 1.6×1017 

cm-3)の表面にショットキー電極(Au, 直径 200 μm)，

裏面にオーミック電極(In)を形成して縦型の SBD を

作製し，電流電圧(I-V)特性を評価した．その後，試

料を 2 分割して，Fig. 1 に示すレクテナ回路を組み，

信号発生器より周波数 10 MHz，振幅 10 V の RF 電力

を入力して，入出力の電圧波形をオシロスコープで

観測した． 

 

3. 実験結果 

Fig. 2 に作製した β-Ga2O3 SBD の典型的な I-V特性

を示す．素子は，閾値電圧 0.9 V，ON/OFF 比 109，

理想因子n値1.1の良好なショットキー特性を示した． 

Fig. 3 に作製したレクテナ回路における入出力波

形を示す．振幅 10 V の RF が，負荷 R2で 8.5 V の DC

に変換された．入出力それぞれの電力を比較すると

RF-DC 電力変換効率は 0.64 %であった． 

 

4. まとめ 

β-Ga2O3 SBD を用いたレクテナ回路を作製し，

RF-DC 変換の動作を実証した．ショットキー電極面

積等を検討することで更なる電力変換の高効率化が

見込まれる． 
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Fig. 1. Rectenna circuit using β-Ga2O3 SBDs. 
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